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Résume : utilisant la dynamique moléculaire (DM) et le potentiel de Watanabe (de type Stillinger-Weber ) pour décrire Si/SiO,, voici quelques résultats

obtenus au cours de I'ANR OSiGe. Ces résultats concernent I'étude des contraintes et de la diffusion de Si au cours de I'oxydation de Si, ['adaption du
modele pour décrire 'oxydation de SiGe et enfin un exemple d'utilisation de la méthode ART pour décrire les premiers stades d'oxydation de Si.
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